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(57) Abstract 

In order to produce a vertical MOS transistor, a mask (13) with an opening is formed on a semiconductor substrate. Grown in the 
opening by selective epitaxy is a layer sequence (14) comprising a lower source/drain region (141), a channel region (142) and an upper 
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(57) Zusammenfassung 

Zur Herstellung eines vertikalen MOS-Transistors wird auf einem Halbleitersubstrat eine Maske ( 1 3) mit einer Offhung gebildet. In 
der Offnung wird durch selektive Epitaxie eine Schichtenfolge (14) aufgewachsen, die ein unteres Source-/Draingebiet (141), ein Kanalgebiet 
(142) und ein oberes Source-ZDraingebiet (143) aufweist. Dabei werden am Rand Facetten gebildet, so daB die Schichtdicken am Rand 
geringer sind als in der Mitte. Gatedielektrikum (16) und Gateelektrode werden am Rand der Schichtenfolge gebildet. 



LEDIGUCH ZUR INFORMATION 



Codes zur Identifiziening von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbdgen der Schriften, die Internationale Anmeldungen gemass dem 
PCT veroffentlichen. 



AL 


Albanien 


ES 


Spanien 


LS 


Lesotho 


SI 


Slowenien 


AM 


Armenien 


FI 


Finnland 


LT 


Litauen 


SK 


Slowakei 


AT 


Osterreich 


FR 


Frankreich 


LU 


Luxemburg 


SN 


Senegal 


AU 


Austral ien 


GA 


Gabun 


LV 


Lettland 


sz 


Swasiland 


AZ 


Aserbaidschan 


GB 


Vereinigtes Konigreich 


MC 


Monaco 


TD 


Tschad 


BA 


Bosn ien-Hcrzegowina 


GE 


Georgien 


MD 


Republik Moldau 


TG 


Togo 


BB 


Barbados 


GH 


Ghana 


MG 


Madagaskar 


TJ 


Tadschikistan 


BE 


Belgien 


GN 


Guinea 


MK 


Die ehemalige jugoslawische 


TM 


Turkmenistan 


BF 


Burkina Faso 


GR 


Griechenland 




Republik Mazedonien 


TR 


TDrkei 


BG 


Bulgarien 


HU 


Ungarn 


ML 


Mali 


TT 


Trinidad und Tobago 


BJ 


Benin 


IE 


Irland 


MN 


Mongolei 


UA 


Ukraine 


BR 


Bras i lien 


IL 


Israel 


MR 


Mauretanien 


UG 


Uganda 


BY 


Belarus 


IS 


Island 


MW 


Malawi 


US 


Vereinigte Staaten von 


CA 


Kanada 


IT 


Ttalien 


MX 


Mexiko 




Amerika 


CF 


Zentralafrikanische Republik 


JP 


Japan 


NE 


Niger 


UZ 


Usbekistan 


CG 


Kongo 


KE 


Kenia 


NL 


Niederlande 


VN 


Vietnam 


CH 


Schweiz 


KG 


Kirgisisian 


NO 


Norwegen 


YU 


Jugoslawien 


CI 


Cdte d'Tvoire 


KP 


Demokratische Volksrepublik 


NZ 


Neuseeland 


ZW 


Zimbabwe 


CM 


Kamerun 




Korea 


PL 


Polen 






CN 


China 


KR 


Republik Korea 


PT 


Portugal 






cu 


Kuba 


KZ 


Kasachstan 


RO 


Rum an ien 






cz 


Tschechische Republik 


LC 


St. Lucia 


RU 


Russische Federation 






DE 


Deutschland 


LI 


Liechtenstein 


SD 


Sudan 






DK 


Danemark 


LK 


Sri Lanka 


SE 


Schweden 






EE 


Estland 


LR 


Liberia 


SG 


Smgapur 







WO 98/42015 



PCT/EP98/01405 



1 

Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung eines vertikalen MOS-Transistors . 

5 Im Hinblick auf immer schnellere Bauelemente bei hoherer In- 
tegrationsdichte nehmen die StrukturgroSen integrierter 
Schaltungen von Generation zu Generation ab. Dieses gilt auch 
fur die CMOS-Technologie . Es wird allgemein erwartet (siehe 
2um Beispiel Roadmap of Semiconductor Technology, Solid State 
10 Technology 3, (1995)), dafi um das Jahr 2010 MOS-Transistor 

mit einer Gatelange von weniger als 100 run eingesetzt werden . 

Einerseits wird versucht, durch Skalierung der heute ublichen 
CMOS-Technologie planare MOS-Transistoren mit derartigen Ga- 

15 telangen zu entwickeln (siehe zum Beispiel A. Hori, H. Nakao- 
ka, H. Umimoto, K. Yamashita, M. Takase, N. Shimizu, B. Mizu- 
no, S. Odanaka, A 0,05 um-CMOS with Ultra Shallow Sour- 
ce/Drain Junctions Fabricated by 5 keV Ion Implantation and 
Rapid Thermal Annealing, I EDM 1994, 485 und H. Hu, L. T. Su, 

20 Y. Yang, D. A, Antoniadis, H. I. Smith, Channel and Sour- 
ce/Drain Engineering in High-Perf ormance sub-0,1 um NMOSFETs 
using X-Ray lithography, Sympl . VLSI Technology, 17, (1994)). 
Derartige planare MOS-Transistoren mit Kanallangen unter 100 
nm herzustellen, erfordert den Einsatz von Elektronenstrahl- 

25 lithographie und ist bisher nur im LabormaSstab moglich. Der 
Einsatz der Elektronenstrahllithographie fuhrt zu einer uber- 
proportionalen Steigerung der Entwicklungskosten . 

Parallel dazu werden zur Realisierung kurzer Kanallangen ver- 
30 tikale Transistoren untersucht (siehe zum Beispiel L. Risch, 
W. H. Kraut Schneider, F. Hofmann, H. Schafer, Vertical MOS 
Transistor with 70 nm channel length, ESSDERC 1995, Seite 101 
bis 104) . Dabei werden Schichtenf olgen entsprechend Source, 
Kanal urid Drain gebildet, die ringformig von Gatedielektrikum 
35 und Gateelektrode umgeben sind. Diese vertikalen MOS- 
Transistoren sind im Vergleich zu planaren MOS-Transistoren 
bezuglich ihrer Hochf requenz- und Logikeigenschaf ten bisher 
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unbef riedigend. Dieses wird einerseits auf parasitaren Kapa- 
zitaten des uberlappenden Gates und andererseits auf die Aus- 
bildung eines parasitaren Bipolartransistors in der vertika- 
len Schichtenf olge zuruckgef uhrt . 

5 

Der Erfindung liegt daher das Problem zugrunde, ein Verfahren 
zur Herstellung eines vertikalen MOS-Transistors anzugeben, 
bei dem die Hochf requenz- und Logikeigenschaf ten des vertika- 
len MOS-Transistors mit denen planarer MOS-Transistoren ver- 
10 gleichbar werden. 



Dieses Problem wird erf indungsgemaS gelost durch ein Verfah- 
ren nach Anspruch 1. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung 
gehen aus den ubrigen Anspruchen hervor. 

15 

In dem Verfahren wird auf einer Hauptflache eines Halbleiter- 
substrats eine Maske mit einer Offnung gebildet, wobei inner- 
halb der Offnung die Hauptflache des Halbleitersubstrats 
freiliegt. In dieser Offnung wird durch selektive Epitaxie 

20 eine Schichtenf olge auf gewachsen, die jeweils eine Schicht 

fur ein unteres Source- /Draingebiet , ein Kanalgebiet und ein 
oberes Source/Drain-Gebiet aufweist. Beim Aufwachsen der 
Schichtenf olge werden am Rand der Schichtenf olge Facetten ge- 
bildet, so daS die Dicke der Schichten am Rand der Offnung 

25 geringer ist als in der Mitte. Gatedielektrikum und Gateelek- 
trode werden am Rand der Schichtenf olge gebildet. 

In dem Verfahren wird die Erkenntnis ausgenutzt, dafi sich bei 
der selektiven Epitaxie an den Randern einer Maske Facetten 
30 ausbilden, da an diesen Randern die Aufwachsrate bei der se- 
lektiven Epitaxie geringer ist. Eine Untersuchung uber die 
Ausbildung von Facetten bei der selektiven Epitaxie ist zum 
Beispiel aus L. Vescan, Radiative recombination in SiGe/Si 
dots....", Mater. Science and Eng. B28, 1-8 (1994), bekannt . 

35 

Diese Eigenschaft der selektiven Epitaxie wird ausgenutzt, urn 
die Dicke der Schichten am Rand der Schichtenf olge geringer 
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als in der Mitte der Schichtenf olge zu realisieren. Dadurch 
wird erzielt, dafi die Basisweite des parasitaren Bipolartran- 
sistors, der sich in der Mitte der Schichtenf olge bildet, 
grofier ist als die Kanalweite des vertikalen MOS-Transistors , 
5 der am Rand der Schichtenf olge gebildet wird. Die Kanaleigen- 
schaften sind daher von den Volumeneigenschaf ten in der 
Schichtenf olge entkoppelt. Da der parasitare Bipolartransi- 
stor eine groSere Basisweite hat, als es der Kanallange des 
vertikalen MOS-Transistors entspricht, best immt ' der vertikale 
10 MOS-Transistor die Eigenschaf ten der Struktur. 

Vorzugsweise weist die Maske mindestens an der Oberflache 
SiC>2 und/oder Si3N4 auf. Unter Verwendung einer Maske aus 
diesen Materialien last sich das Dickenverhaltnis zwischen 
15 Mitte und Rand der Schichtenf olge je nach Wachstumsbedingun- 
gen zwischen 2 und 3 einstellen. 

Es liegt im Rahmen der Erfindung, bei der Bildung der Maske 
ganzflachig eine erste isolierende Schicht, eine leitfahige 

2 0 Schicht und eine zweite isolierende Schicht zu bilden, in de- 

nen die Offnung erzeugt wird. Vor der selektiven Epitaxie zur 
Bildung der Schichtenf olge wird an der freigelegten Oberfla- 
che der leitfahigen Schicht das Gatedielektrikum gebildet. 
Aus der leitfahigen Schicht wird die Gateelektrode gebildet. 
25 Dieses Verfahren hat den Vorteil, dafi die Seitenwand der 

Schichtenf olge bei der Herstellung des Gatedielektrikums und 
der Gateelektrode nicht mehr einem AtzprozeJS unterworfen 
wird, 

3 0 Vorzugsweise wird dabei das untere Source- /Draingebiet in ei- 

ner solchen Hohe auf gewachsen, daS es am Rand der Offnung mit 
der ersten isolierenden Schicht abschlieSt. Das Kanalgebiet 
wird in der Hohe so aufgewachsen, daS es am Rand der Offnung 
mit der"leitf ahigen Schicht abschlieSt. Auf diese Weise wer- 
35 den die parasitaren Kapazitaten der Gateelektrode minimiert, 
was zu einer weiteren Verbesserung der Hochf requenzeigen- 
schaften f uhrt . 
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Ferner liegt es im Rahmen der Erfindung, die Maske aus iso- 
lierendem Material zu bilden. Nach der Bildung der Schicht en- 
folge wird dann die Seitenwand des Kanalgebietes so freige- 
5 legt, daS die Seitenwand des unteren Source- /Draingebietes 
von dem isolierenden Material der Maske im wesentlichen be- 
deckt bleibt. An der freigelegten Seitenwand des Kanalgebie- 
tes werden anschliefiend das Gatedielektrikuin und die Ga- 
teelektrode gebildet, wobei die Gateelektrode in der Hohe 

10 vorzugsweise auf die Hohe des Kanalgebiets abgestimmt wird. 

Auch in dieser Aus fuhrungs form werden die Kapazitaten der Ga- 
teelektrode minimiert, was zu einer Verbesserung der Hochfre- 
quenzeigenschaf ten f uhrt . Die Gateelektrode wird zum Beispiel 
durch Abscheiden und Strukturieren einer leitfahigen Schicht 

15 gebildet. 

Vorzugsweise wird die Maske aus isolierendem Material, dabei 
aus einer ersten isolierenden Schicht und einer zweiten iso- 
lierenden Schicht gebildet. Die erste isolierende Schicht ist 

20 dabei auf der Hauptflache des Substrats angeordnet . Die zwei- 
te isolierende Schicht ist auf der ersten isolierenden 
Schicht angeordnet. Die zweite isolierende Schicht ist selek- 
tiv zur ersten isolierenden Schicht und zur Schichtenf olge 
atzbar. Das untere Source- /Draingebiet wird in diesem Fall in 

2 5 einer solchen Hohe auf gewachsen, dafi es am Rand der Offnung 
in der Hohe mit der ersten isolierenden Schicht abschliefit. 
Nach dem Aufwachsen der Schichtenf olge wird in der zweiten 
isolierenden Schicht eine Offnung gebildet, die das Kanalge- 
biet ringformig umgibt . Nach Bildung des Gatedielektrikums 

30 wird die Offnung mit einer leitfahigen Schicht aufgefullt. 

Durch Strukturieren der leitfahigen Schicht, zum Beispiel mit 
Hilfe von Planarisierungsschritten, wird schliefilich die Ga- 
teelektrode gebildet . 

35 Dabei ist es besonders vorteilhaft, die Offnung in der zwei- 
ten isolierenden Schicht an mindestens einer Seite der 
Schichtenfolge uber die Schichtenf olge deutlich hinausragen 
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zu lassen. Die Offnung weist in diesem Fall an mindestens ei- 
ner Seite der Schichtenf olge eine Aufweitung auf. Im Bereich 
dieser Aufweitung werden inselformige Hilf sstrukturen aus dem 
Material der zweiten isolierenden Schicht angeordnet . Dadurch 
5 weist die Offnung im Bereich der Aufweitung einen gitterfor- 
migen Querschnitt auf. Die leitfahige Schicht fullt die Off- 
nung auch im Bereich der Aufweitung auf. Dadurch weist auch 
die Gateelektrode mindestens teilweise einen gitterf ormigen 
Querschnitt auf. Im Bereich der Aufweitung kann nachf olgend 
10 ein Kontaktloch zur Gateelektrode geoffnet werden, das in 

seiner Strukturf einheit wesentlich grober sein kann als die 
Strukturen der Offnung. Auf diese Weise kann das Kontaktloch 
so bemessen werden, daS elektrische Eigenschaf ten des Gate- 
kontakts optimiert werden. 

15 

Eine weitere Verbesserung der Hochf reguenzeigenschaf ten durch 
Minimierung der parasit&ren Kapazitaten wird dadurch erzielt, 
daS die Schichtenf olge ringformig strukturiert wird und die 
ringformig strukturierte Schichtenf olge mit einer isolieren- 
20 den Fullung versehen wird. Durch das Entfernen des Halblei- 
termaterials im Inneren der Schichtenf olge wird die Ausbil- 
dung von Raumladungszonen, die wiederum parasitare Kapazita- 
ten bewirken, unterdruckt . 

25 Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausf uhrungsbei- 
spielen, die in den Figuren dargestellt sind, naher erlau- 
tert . 

Figur 1 zeigt einen Schnitt durch ein Halbleitersubstrat mit 
30 einem AnschluSgebiet und einer Maske. 



35 



Figur 2 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach 
Bildung einer Schichtenf olge durch selektive Epita- 
xie . 
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Figur 3 zeigt den Schnitt nach Bildung einer Offnung, die die 
Schichtenf olge ringformig umgibt und Bildung eines 
Gatedielektrikums . 

5 Figur 4 zeigt eine Auf sicht auf die Figur 3 . 

Figur 5 zeigt den in Figur 3 dargestellten Schnitt nach Auf - 
fullen der Offnung mit einer leitfahigen Schicht und 
Erzeugung einer planarisierenden Isolationsschicht . 

10 

Figur 6 zeigt den Schnitt nach Bildung einer Gateelektrode 
durch Strukturierung der leitfahigen Schicht. 

Figur 7 zeigt den Schnitt nach Offnung von Kontaktlochern . 

15 

Figur 8 zeigt den Schnitt nach Bildung von Metallsilizidan- 

schlufif lachen, einer Passivierungsschicht und Kontak- 
ten . 

2 0 Figur 9 zeigt einen Schnitt durch ein Halbleitersubstrat mit 
einem AnschluSgebiet und einer Maske . 

Figur 10 zeigt den Schnitt nach Bildung einer Schichtenf olge 
durch selektive Epitaxie. 



25 



Figur 11 zeigt den Schnitt nach Bildung einer Offnung, die 
die Schichtenf olge ringformig umgibt . 



Figur 12 zeigt den Schnitt nach Bildung einer Gateelektrode, 
30 einer Passivierungsschicht und Kontakten. 

Figur 13 zeigt einen Schnitt durch ein Halbleitersubstrat mit 
einem Anschlufigebiet und einer Maske, die eine leit- 
fahige Schicht aufweist, an deren Oberflache ein Ga- 
35 tedielektrikum gebildet ist. 
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Figur 14 zeigt den Schnitt nach Bildung einer Schichtenf olge 
durch selektive Epitaxie und Abscheidung und Planari- 
sierung einer isolierenden Schicht. 

5 Figur 15 zeigt den Schnitt nach Ruckatzen der isolierenden 
Schicht und Bildung von Spacern an den Seitenwanden 
der Maske. 

Figur 16 zeigt den Schnitt nachdem die Schichtenf olge unter 
10 Verwendung des Spacers als Maske ringformig struktu- 

riert wurde, wobei die Oberflache des AnschluSgebie- 
tes freigelegt wird. 

Figur 17 zeigt den Schnitt, nachdem die ringformig struktu- 
15 rierte Schichtenf olge mit einer isolierenden Fullung 

versehen wurde und nach der Bildung von Kontakten. 

Die Darstellungen in den Figuren sind nicht maEstablich. 

20 In einem Substrat 11 aus monokristallinem Silizium, zum Bei- 
spiel einer monokristallinen Siliziumscheibe oder der mono- 
kristallinen Siliziumschicht eines SOI-Substrates , wird in 
einem erst en Ausf uhrungsbeispiel ein AnschluSgebiet 12 durch 
Implantation mit Arsen oder Phosphor mit 5 x 10 15 cm 2 , 40 keV 

25 und anschliefiendes Tempern zur Aktivierung des Dotierstof f es 
gebildet (siehe Figur 1) 

Auf dem Substrat 11 wird anschliefiend eine Maske 13 gebildet, 
Dazu wird ganzflachig eine Siliziumnitridschicht 131 in einer 

30 Dicke von zum Beispiel 7 0 nm und darauf eine Siliziumoxid- 
schicht 132 in einer Dicke von zum Beispiel 500 nm aufge- 
bracht . Die Siliziumoxidschicht 132 und die Siliziumnitrid- 
schicht 131 werden anschliefiend durch anisotropes Atzen 
struktufiert , wobei eine Offnung 130 gebildet wird. Innerhalb 

35 der Offnung 130 liegt die Oberflache des AnschluEgebietes 12 
f rei . 
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Innerhalb der Offnung 130 wird durch selektive Epitaxie eine 
Schichtenf olge 14 auf gewachsen, die eine erste Schicht 141 
fur ein unteres Source- /Draingebiet , eine zweite Schicht 142 
fur ein Kanalgebiet und eine dritte Schicht 14 3 fur ein obe- 
5 res Source- /Draingebiet aufweist (siehe Figur 2) . Die erste 
Schicht 141 wird zum Beispiel aus n-dotiertem Silizium mit 
einer Dotierstof f konzentration von 5 x 10 19 cm" 3 in einer 
Schichtdicke von 100 run auf gewachsen . Die zweite Schicht 142 
wird zum Beispiel aus p-dotiertem Silizium mit einer Dotier- 

10 stof fkonzentration von 10 18 cm -3 in einer Schichtdicke von 
100 run auf gewachsen. Die dritte Schicht 143 wird aus n- 
dotiertem Silizium mit einer Dotierstof fkonzentration von 5 x 
10 19 cm" 3 in einer Schichtdicke von 200 nm auf gewachsen . Die 
selektive Epitaxie wird dabei so gefuhrt, dafi es am Rand der 

15 Offnung 13 0 zur Facettenbildung kommt . Das heifit, die erste 
Schicht 141, zweite Schicht 142 und die dritte Schicht 143 
weisen am Rand der Offnung 13 0 eine geringere Schichtdicke 
als in der Mitte der Offnung 13 0 auf. Die angegebenen 
Schichtdicken gelten fur die Mitte der Offnung. Die selektive 

20 Epitaxie wird zum Beispiel unter Verwendung folgender ProzeS- 
gase Si 2 H 2 Cl 2 , B 2 H 6/ AsH 3 , PH 3 , HC1, H 2 im Temperaturbereich 
zwischen 7 00 bis 950°C und dem Druckbereich zwischen 5 bis 
20000 Pa auf Silizium-Waf ern mit einer [110] -Flat-Orientie- 
rung durchgef uhrt . Die erste Schicht 141 wird so aufgewach- 

25 sen, daS ihre Dicke am Rand der Offnung 130 in etwa mit der 
Dicke der Siliziumnitridschicht 13.1 ubereinstimmt . 

Unter Verwendung einer photolithographisch erzeugten Maske 
(nicht dargestellt) wird anschliefiend eine Offnung 15 in der 

30 Siliziumoxidschicht 132 gebildet, die die Seitenwande der 

Schichtenf olge 14 freilegt (siehe Figur 3 und Aufsicht in Fi- 
gur 4) . In der Offnung 15 wird die Oberflache der Siliziumni- 
tridschicht 131 freigelegt. Die Offnung 15 weist seitlich der 
Schichtenf olge 14 eine Aufweitung 150 auf, in der inselformi- 

35 ge Strukturen 132' aus dem Material der Siliziumoxidschicht 

132 angeordnet sind (siehe Figur 4) . Die inself ormigen Struk- 
turen 132' sind matrixformig angeordnet, so daS die Offnung 
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15 im Bereich der Aufweitung 150 einen gitterf ormigen Quer- 
schnitt aufweist. 



Die Offnung 15 uberlappt die Schichtenf olge 14 seitlich. Da 
5 die Justierung in lithographischen Verfahren genauer ist als 
die minimale StrukturgroSe, betragt der Abstand zwischen der 
Schichtenf olge 14 und der strukturierten Siliziumoxidschicht 
132 weniger als eine minimale StrukturgroSe. Bei Verwendung 
einer Lithographie mit einer minimalen StrukturgroSe von 0,6 

10 ym und einer Justiergenauigkeit von 0,2 ym betragt der Ab- 
stand zwischen der Schichtenf olge 14 und der Siliziumoxid- 
schicht 132 bzw. den inself ormigen Strukturen 132' zum Bei- 
spiel 0,3 urn. Die StrukturgroSe der inself ormigen Strukturen 
132' betragt jeweils eine minimale StrukturgroSe, zum Bei- 

15 spiel 0 , 6 ym. 

Durch thermische Oxidation wird anschlieSend an der freilie- 
genden Oberflache der zweiten Schicht 142 sowie der dritten 
Schicht 143 ein Gatedielektrikum 16 aus SiC>2 in einer 
20 Schichtdicke von 3 bis 5 nm gebildet. 



AnschlieSend wird ganzflachig eine leitfahige Schicht 17 ab- 
geschieden. Die Dicke der leitfahigen Schicht 17 wird so ein- 
gestellt, daS der Zwischenraum zwischen der Schichtenf olge 14 

25 und der Siliziumoxidschicht 132 aufgefullt wird. Fur die 

leitfahige Schicht 17 sind alle Materialien geeignet, die als 
Gateelektrode in Frage kommen, insbesondere dotiertes Polysi- 
lizium, Metallsilizid, Metall . Die leitfahige Schicht 17 wird 
zum Beispiel aus n-dotiertem Polysilizium in einer Schicht- 

3 0 dicke von 400 nm gebildet (siehe Figur 5) . AnschlieSend wird 
auf die leitfahige Schicht 17 eine Planarisierungsschicht 18 
zum Beispiel aus Photolack oder einem anderen Spin-on Materi- 
al gebildet. Die Oberflache der leitfahigen Schicht 17 wird 
zum Beispiel durch Planarisierungsatzen oder chemisch- 

35 mechanisches Polieren eingeebnet . AnschlieSend wird die leit- 
fahige Schicht 17 hochselektiv zu SiC>2 geatzt . Dabei wird aus 
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der leitf&higen Schicht 17 eine Gateelektrode 170 gebildet 
(siehe Figur 6) . 

AnschlieSend wird ganzflachig eine weitere Si02 -Schicht in 
5 einer Schichtdicke von zum Beispiel 70 nm aufgebracht und mit 
Hilfe einer Photolackmaske 19 strukturiert . Dabei werden die 
Oberflache des AnschluSgebietes 12, der Gateelektrode 170 so- 
wie der dritten Schicht 143 teilweise freigelegt (siehe Figur 
7) . 



Durch selbst justierte Silizierung zum Beispiel in einem Sali- 
cideproezE mit Titan werden an der freigelegten Oberflache 
des AnschluSgebietes 12, der Gateelektrode 170 und der drit- 
ten Schicht 143 Silizidanschlusse 110 gebildet (siehe Figur 
15 8) . Die Silizidanschlusse 110 dienen jeweils der Reduzierung 
der parasitaren Serienwiderstande . 

Nach ganzf lachigem Aufbringen einer Passivierungsschicht 111 
zum Beispiel aus SiC>2 , in der Kontaktlocher zu den Silizidan- 

2 0 schlussen 110 zum AnschluSgebiet 12 sowie zur dritten Schicht 
143 und zur Gateelektrode 170 geoffnet werden, werden durch 
Bildung einer Metallschicht und Strukturierung der Metall- 
schicht Kontakte 112 zum Anschlufigebiet 12, zur dritten 
Schicht 143, die das obere Source- /Draingebiet bildet, sowie 

25 zur Gateelektrode 170 gebildet. Das Kontaktloch zur Gateelek- 
trode 17 0 ist in dem in Figur 8 dargestellten Schnitt nicht 
sichtbar. Es befindet sich im Bereich der Aufweitung 150 
(vergleiche Figur 4) . Durch die gitterf ormige Struktur der 
Gateelektrode 17 0 im Bereich der Aufweitung 150 (vergleiche 

30 Figur 4) ist es moglich, das Kontaktloch zur Gateelektrode 
170 mit einem groSeren Querschnitt vorzusehen, als es den 
StrukturgroSen der Gateelektrode 170 in diesem Bereich ent- 
spricht . Das Kontaktloch zur Gateelektrode 170 uberlappt eine 
oder mefirere der inself ormigen Strukturen 132'. 



10 



35 



In einem Substrat 21, zum Beispiel einer monokristallinen Si- 
liziumscheibe oder der monokristallinen Siliziumschicht eines 
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SOI -Substrates wird in einem zweiten Ausf uhrungsbeispiel zum 
Beispiel durch maskierte Implantation und nachfolgende Tempe- 
ring zur Ausheilung der Implantationsschaden ein AnschluSge- 
biet 22 gebildet . AnschlieSend wird auf der Oberf lache des 
5 Substrats 21 eine Maske 23 gebildet, die eine Offnung 230 

aufweist, in der die Oberf lache des AnschluSgebietes 22 frei- 
liegt (siehe Figur 9) . 

Zur Bildung der Maske 23 wird auf das Substrat 21 eine An- 
10 schluSschicht 231, eine Siliziumnitridschicht 232 und eine 

Siliziumoxidschicht 233 auf gebracht . Die Anschlufischicht 231 
wird zum Beispiel aus hochdotiertem Polysilizium in einer 
Schichtdicke von 50 run gebildet. Fur die AnschluSschicht 231 
sind alle elektrisch leitfahigen Materialien, insbesondere 
15 dotiertes Polysilizium, Silizid, Metall geeignet . Die Silizi- 
umnitridschicht 232 wird in einer Schichtdicke von 2 0 nm auf- 
gebracht. Die Siliziumoxidschicht 233 wird in einer Schicht- 
dicke von zum Beispiel 500 nm auf gebracht . 

20 Unter Verwendung einer photolithographisch erzeugten Maske 

(nicht dargestellt) werden die AnschluSschicht 231, die Sili- 
ziumnitridschicht 232 und die Siliziumoxidschicht durch ani- 
sotropes Atzen zum Beispiel mit CHF3 , O2 (fur Nitrid, Oxid) 
HBr, CI2/ He, O2 (fur Polysilizium) strukturiert . Dabei wird 

25 die Offnung 230 gebildet. Nachfolgend werden an den der Off- 
nung 230 zugewandten Seitenwanden der AnschluSschicht 231, 
der Siliziumnitridschicht 232 und der Siliziumoxidschicht 233 
durch konforme Abscheidung und anisotropes Ruckatzen einer 
Siliziumoxidschicht Siliziumoxidspacer 234 gebildet. Die Si- 

3 0 liziumoxidspacer weisen eine Breite von 10 nm auf (siehe Fi- 



Durch selektive Epitaxie wird in der Offnung 23 0 eine Schich- 
tenf olge" 24 auf gewachsen, die eine erste Schicht 241 fur ein 
35 unteres Source- /Draingebiet , eine zweite Schicht 242 fur ein 
Kanalgebiet und eine dritte Schicht 243 fur ein oberes Sour- 
ce- /Draingebiet aufweist (siehe Figur 10) . Die selektive Epi- 



gur 9) . 
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taxie wird unter Einhaltung folgender ProzeSbedingungen 
durchgef uhrt : ProzeSgas : SiH 2 Cl 2 , B 2 H 6 , AsH 3 , PH 3 , HC1, H 2 , 
Temperaturbereich: 700 bis 95000, Druckbereich: 5 bis 20 000 
Pa. Dabei wird die erste Schicht 241 aus n-dotiertem Silizium 
5 mit einer Dotierstof f konzentration von 5 x 10 19 cm" 3 in einer 
Schichtdicke von 100 nm gebildet. Die zweite Schicht 242 wird 
aus p-dotiertem Silizium mit einer Dotierstof f konzentration 
von 10 18 cm" 3 in einer Schichtdicke von 100 nm gebildet. Die 
dritte Schicht 243 wird aus n-dotiertem Silizium mit einer 

10 Dotierstof f konzentration von 5 x 10 19 cm" 3 in einer Schicht- 
dicke von 200 nm gebildet. Die angegebenen Dicken beziehen 
sich.auf die Mitte der Offnung 230. Bei den angegebenen Pro- 
zeSparametern kommt es zur Ausbildung von Facetten am Rand 
der Offnung 23 0, so dafi die Schichtdicken der ersten Schicht 

15 241, der zweiten Schicht 242 und der dritten Schicht 243 dort 
um einen Faktor von ca. 2 bis 3 geringer sind. 

AnschlieSend wird eine Offnung 2 5 gebildet, die die Schich- 
tenfolge 24 ringformig umgibt (siehe Figur 11) . in der Off- 

2 0 nung 2 5 sind die Seitenwande der zweiten Schicht 242 und der 
dritten Schicht 243 freigelegt. Die Offnung 25 wird unter 
Verwendung einer photolithographisch gebildeten Maske (nicht 
dargestellt) geatzt, wobei die Siliziumnitridschicht 232 als 
Atzstop dient. Im Bereich der ersten Schicht 241 verbleibt 

2 5 ein Rest des Siliziumoxidspacers 234, der die AnschluSschicht 
231 gegen die erste Schicht 241 isoliert. Die AnschluSschicht 
231 steht mit dem AnschluSgebiet 22 in elektrischer Verbin- 
dung . 



3 0 Durch thermische Oxidation wird an der f reiliegenden Oberfla- 
che der zweiten Schicht 242 und der dritten Schicht 243 ein 
Gatedielektrikum 26 gebildet. Das Gatedielektrikum 26 wird 
aus Si0 2 in einer Schichtdicke von zum Beispiel 3 bis 5 nm 
gebildet'. Der MOS-Transistor wird analog wie im ersten Aus- 

35 fuhrungsbeispiel durch Bildung einer Gateelektrode 270, die 

die Offnung 25 ausfullt, durch Abscheidung und Strukturierung 
einer weiteren Si0 2 -Schicht 28, durch Bildung von Silizidan- 
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schlussen 210 zur dritten Schicht 243, zur Gateelektrode 270 
und zur AnschluSschicht 231, durch Abscheidung einer Passi- 
vierungsschicht 211 und durch Bildung von Kontakten 212 zu 
den Silizidanschlussen 210, die auf der dritten Schicht 243, 
5 auf der AnschluSschicht 231 und der Gateelektrode 27 0 ange- 
ordnet sind f ertiggestellt . Der Kontakt 212 zur Gateelektrode 
wird vorzugsweise wie anhand des ersten Ausf uhrungsbeispiels 
beschrieben seitlich der Schichtenf olge 24 vorgesehen. 

In einem Substrat 31, zum Beispiel einer monokristallinen Si- 
liziumscheibe oder der Siliziumschicht eines SOI-Substrates 
wird in einem dritten Ausf uhrungsbeispiel ein Anschlufigebiet 
32 gebildet. Das AnschluSgebiet 32 wird zum Beispiel durch 
Implantation von Asmit 5 x 10 15 cm" 2 , 40 keV und anschliefien- 
de Temperung zur Ausheilung der Implantationsschaden gebil- 
det . 

Auf der Oberflache des Substrats 31 wird nachfolgend eine 
Maske 33 gebildet, die eine Offnung 330 aufweist . Innerhalb 
20 der Offnung 330 liegt die Oberflache des AnschluEgebietes 32 
teilweise frei (siehe Figur 13). 

Zur Bildung der Maske 33 wird auf die Oberflache des 
Substrats 31 eine Siliziumnitridschicht 331 in einer Dicke 

25 von 20 nm und eine 50 nm dicke erste Siliziumoxidschicht 332 
aufgebracht. Darauf wird eine leitfahige Schicht aufgebracht 
und so strukturiert, da£ sie eine Gateelektrode 370 bildet. 
Die Gateelektrode 370 wird aus dotiertem Polysilizium in ei- 
ner Schichtdicke von 100 nm gebildet. Darauf wird eine zweite 

3 0 Siliziumoxidschicht 333 in einer Schichtdicke von 600 nm auf- 
gebracht und planarisiert . Durch anisotropes Atzen unter Ver- 
wendung einer photolithographisch gebildeten Maske (nicht 
dargestellt) wird die Offnung 330 in der Maske 33 geoffnet. 
Die Offnung 330 weist Abmessungen von zum Beispiel 0,6 x 0,6 

35 pm 2 auf. Dabei wird eine Lithographie zugrundegelegt , in der 
die minimale Strukturgr6Se F = 0,6 p und die Justiergenauig- 
keit maximal 0,2 |im betragt. 
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Bei der Bildung der Offnung 330 wird zunachst bis auf die 
Oberflache der Siliziumnitridschicht 331 geatzt . Durch ther- 
mische Oxidation wird dann an der freigelegten Oberflache der 
5 Gateelektrode 37 0 ein Gatedielektrikum 3 6 aus Si02 in einer 
Schichtdicke von 3 bis 10 run gebildet. Nachfolgend wird se- 
lektiv zu Si02 und zu Silizium die Siliziumnitridschicht 331 
durchgeatzt, wobei in der Offnung 330 die Oberflache des An- 
schlufigebietes 32 teilweise freigelegt wird, 

10 

Durch selektive Epitaxie wird in der Offnung 33 0 nachfolgend 
eine Schichtenf olge 34 aufgewachsen (siehe Figur 14) . Die 
Schichtenf olge 34 weist eine erste Schicht 341, eine zweite 
Schicht 342 und eine dritte Schicht 343 auf. Die erste 

15 Schicht 341 wird aus n-dotiertem Silizium mit einer Dotier- 
stof f konzentration von 5 x 10 19 cm" 3 und einer Schichtdicke 
von 150 nm aufgewachsen. Die zweite Schicht 342 bildet ein 
Kanalgebiet und wird aus p-dotiertem Silizium mit einer Do- 
tierstof f konzentration von 10 18 cm" 3 in einer Schichtdicke 

20 von 100 nm aufgewachsen. Die dritte Schicht 343 wirkt als 

oberes Source- /Draingebiet und wird in einer Schichtdicke von 
250 nm mit einer Dotierstoff konzentration von 5 x 10 19 cm" 3 
aus n-dotiertem Silizium aufgewachsen. Die selektive Epitaxie 
wird dabei so gefuhrt, daS die Schichtdicken am Rand der Off- 

25 nung 330 geringer sind als in der Mitte der Offnung 330. Die 
angegebenen Schichtdicken beziehen sich auf die Mitte der 
Offnung 330. Am Rand der Offnung 330 sind die Schichtdicken 
urn einen Faktor von etwa 2 bis 3 reduziert . Die selektive 
Epitaxie wird unter Einhaltung folgender Prozefiparameter 

3 0 durchgef uhrt : ProzeSgas : SiH 2 Cl 2 , B 2 H 6/ AsH 3 , PH 3 , HC1, H 2 

Temperaturbereich: 700 bis 950°C # Druckbereich: 5 bis 20 000 
Pa. 

Anschliefiend wird eine 600 nm dicke Polysiliziumschicht 35 
35 aufgebracht und mit Hilfe von chemisch-mechanischem Polieren 
selektiv zu Si0 2 planarisiert . Die Polysiliziumschicht 35 
schlieSt nach der Planarisierung in der Hohe mit der zweiten 
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Siliziumoxidschicht 333 ab (siehe Figur 14) . Die Polysilizi- 
umschicht 35 wird vorzugsweise aus n-dotiertem Polysilizium 
gebildet, so daS sie mit der dritten Schicht 343 elektrisch 
verbunden ist . 

5 

Die Polysiliziumschicht 35 wird nachfolgend selektiv zu SiC>2 
geatzt. Dabei wird ein Graben 37 gebildet, der eine Tiefe von 
zum Beispiel 3 00 nm aufweist (siehe Figur 15) . In dem Graben 
37 sind die Seitenwande der zweiten Siliziumoxidschicht 333 
10 freigelegt. 

An den im Graben 37 freigelegten Seitenwanden der zweiten Si- 
liziumoxidschicht 333 werden Siliziumnitridspacer 38 durch 
konforme Abscheidung einer Siliziumnitridschicht und ani- 
15 sotropes Ruckatzen der Siliziumnitridschicht gebildet. Die 

Siliziumnitridspacer 38 weisen eine Dicke von zum Beispiel 50 
nm auf . 

In einer anisotropen Atzung selektiv zu Siliziumoxid und Si- 

20 liziumnitrid wird die Schichtenf olge 34 nachfolgend ringfor- 
mig strukturiert . Die Atzung wird fortgesetzt, bis die Ober- 
flache des AnschluSgebietes 32 freigelegt ist (siehe Figur 
16) . Dabei wirken die Siliziumnitridspacer 38 als Maske. Der 
innerhalb der ringformig strukturierten Schichtenf olge 34 ge- 

25 bildete Freiraum wird mit einer isolierenden Fullung 3 9 auf- 
gefullt. Die isolierende Fullung 39 wird zum Beispiel aus 
SiC>2 durch LPCVD-Abscheidung einer 400 nm dicken SiC>2-Schicht 
und anschliefSendes Ruckatzen gebildet. Nachfolgend werden die 
Siliziumnitridspacer 38 selektiv entfernt. Dadurch werden 

30 selbst justierend Kontaktlocher zu der Polysiliziumschicht 34 . 
und damit zu der dritten Schicht 343, die als oberes Source- 
/Draingebiet wirkt, geoffnet. Unter Verwendung einer Photo- 
lackmaske werden nachfolgend Kontaktlocher in die erste Sili- 
ziumoxidschicht 332 und die zweite Siliziumoxidschicht 333 

35 sowie in die Siliziumnitridschicht 331 geatzt, die auf das 
AnschluSgebiet 32 bzw. die Gateelektrode 370 reichen (siehe 
Figur 17) . Durch Aufbringen und Strukturieren einer Metall- 
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schicht werden nachfolgend Kontakte 312 zu der Gateelektrode 
370, zu der Polysiliziumschicht 35 und zu dem AnschluSgebiet 
32 gebildet. 
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Patentanspruche 

1 . Verfahren zur Herstellung eines vertikalen MOS- 
Transistors , 

5 

- bei dem auf einer Hauptflache eines Halbleitersubstrats 
(11) eine Maske (13) mit einer Offnung (130) gebildet wird, 
in der die Hauptflache freiliegt, 

10 - bei dem in der Offnung (13 0) durch selektive Epitaxie eine 
Schichtenf olge (14) aufgewachsen wird, die jweils eine 
Schicht (141, 142, 143) fur ein unteres Source- 
/Draingebiet , ein Kanalgebiet und ein oberes Source- 
/Draingebiet aufweist, wobei am Rand der Schichtenf olge 

15 (14) Facetten gebildet werden, so dafi die Dicke der Schich- 

ten (141, 142, 143) am Rand der Offnung (130) geringer ist 
als in der Mitte, 

- bei dem ein Gatedielektrikum (16) gebildet wird, das an ei- 
2 0 ner Oberflache des Kanalgebietes (142) angrenzt, 

- bei dem eine Gateelektrode (17 0) gebildet wird, die an das 
Gatedielektrikum (16) angrenzt. 

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

bei dem die Maske (13) mindestens an der Oberflache Siliziu- 
moxid und/oder Siliziumnitrid aufweist. 

3 , Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 



- bei dem zur Bildung der Maske (33) eine erste isolierende 
Schicht (331, 332), eine leitfahige Schicht (370) und eine 
zweite isolierende Schicht (333) gebildet werden, in denen 
die Offnung (330) erzeugt wird, 



30 



35 
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- bei dem vor der selektiven Epitaxie zur Bildung der Schich- 
tenfolge (34) an der freigelegten Oberflache der leitfahi- 
gen Schicht (370) das Gatedielektrikum (36) gebildet wird, 

- bei dem aus der leitfahigen Schicht die Gateelektrode (370) 
gebildet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 

bei dem am Rand der Offnung (330) das untere Source- 
/Draingebiet (341) in der Hdhe im wesentlichen mit der ersten 
isolierenden Schicht und das Kanalgebiet (342) in der Hohe im 
wesentlichen mit der leitfahigen Schicht (370) abschlieSt. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

- bei dem die Maske (13) aus isolierendem Material gebildet 
wird, 

- bei dem nach Bildung der Schichtenf olge (14) die Seitenwand 
des Kanalgebietes (142) so freigelegt wird, daS die Seiten- 
wand des unteren Source- /Draingebietes (141) von dem iso- 
lierenden Material der Maske (131) im wesentlichen bedeckt 
bleibt, 

- bei dem an der freigelegten Seitenwand des Kanalgebietes 
(142) das Gatedielektrikum (16) und die Gateelektrode (170) 
gebildet werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 

- bei dem die Maske (13) aus einer ersten isolierenden 
Schicht (131) und einer zweiten isolierenden Schicht (132) 
gebildet wird, wobei die erste isolierende Schicht (131) 
auf der Hauptflache und auf der ersten isolierenden Schicht 
(131) die zweite isolierende Schicht (132) angeordnet ist 
und wobei die zweite isolierende Schicht (132) selektiv zur 
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ersten isolierenden Schicht (131) und zur Schichtenf olge 
(14) atzbar ist, 

- bei dem das untere Source- /Draingebiet (141) in der Hohe im 
5 wesent lichen mit der ersten isolierenden Schicht (131) ab- 

schliefit , 

- bei dem in der zweiten isolierenden Schicht (132) eine Off- 
nung (130) gebildet wird, die das Kanalgebiet (142) ring- 

10 formig umgibt, 

- bei dem nach Bildung des Gatedielektrikums (16) die Off nung 
mit einer leitfahigen Schicht (17) aufgefullt wird, 

15 - bei dem die Gateelektrode (170) durch Strukturieren der 
leitfahigen Schicht (17) gebildet wird. 



7. Verfahren nach Anspruch 6, 



20 - bei dem die Off nung (15) in der zweiten isolierenden 

Schicht (132) an mindestens einer Seite der Schichtenf olge 
(14) eine Aufweitung (150) aufweist und im Bereich der Auf- 
weitung (150) inselformige Strukturen (132') angeordnet 
sind, so dafi die Off nung (15) im Bereich der Aufweitung 

25 (150) einen gitterf ormigen Querschnitt aufweist, 

- bei dem die leitfahige Schicht (17) die Off nung (15) auch 
im Bereich der Aufweitung (150) auffullt. 

3 0 8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 

bei dem die Schichtenf olge (34) ringformig strukturiert wird 
und bei dem die ringformig strukturierte Schichtenf olge (34) 
mit einer isolierenden Fullung (39) versehen wird. 



35 
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VERTICAL SI-P MOS TRANSISTER WITH SHORT 

CHANNEL LENGTHS" 

ELECTRONICS LETTERS, 

vol. 32, no. 4, 15 February 1996, 

page 406/407 XP000558180 

see the whole document 



1,2 



Form PCT/ISA/210 {continuation of second sheet) (July 1992) 



page 2 of 



2 



INTER^^T 



ONAL SEARCH REPORT 



Information on patent family members 



In jtional Application No 

PCT/EP 98/01405 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



US 5208172 



04-05-1993 



US 
US 
US 



5414289 A 
5451538 A 
5578850 A 



09-05-1995 
19-09-1995 
26-11-1996 



US 5545586 



13-08-1996 



JP 



4192564 A 



10-07-1992 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



INTERNATION 



RECHERCHENBERICHT 



In itionales Aktenzeichen 

PCT/EP 98/01405 



A. KLASSIFIZIERUNG OES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H01L21/336 H01L29/78 



Nach der Intemationalen Patentklassttikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation and deriPK 



B. RECHERCH1ERTE GEB1ETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Ktassifikationssymbole j 

IPK 6 H01L 



Recherchrerie aber nicht zum Mindestprufstoff geho re nde Verottentlichungen. soweit diese unter die recherchierten Gebiete taller* 



Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte eleklronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegnfte) 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategone- 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



LOO R ET AL: "Vertical Si p-MOS 
transistor selectively grown by low 
pressure chemical vapour deposition" 
THIN SOLID FILMS , 

Bd. 294, Nr. 1-2, 15.Februar 1997, 
Seite 267-270 XP004073087 
siehe das ganze Dokument 

US 5 208 172 A (FITCH JON T ET AL) 4. Mai 
1993 

siehe Zusammenf assung ; Abbildungen 1-4 

US 5 545 586 A (KOH RISHO) 13. August 1996 
siehe Spalte 5, Zeile 31 - Zeile 60; 
Abbildung 2 

-/— 



1.2 



3-5 
3.4 



5 

6.7 



X Weitere Verottentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
^ntnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



* Besondere Kategorien von angegebenen Verottentlichungen 
"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung. die geeignet ist. einen Prior itatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. Oder durch die das Veroflentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus eirtem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O m Veroffentlichung. die sich auf eine mundliche Offenbarung. 

eine Benutzung. eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 
"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundetiegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein autgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erf inde rise her Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als aul erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Verottentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann na he liege nd ist 

Veroffentlichung. die Mitglied derselben Patentfamilie 1st 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



20. Jul i 1998 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



29/07/1998 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt. P.B. 5816 Patentfaan2 
ML - 2280 HV Rijswijk 
■ Tel. (+3 1-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: t-31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Gelebart, J 



Formblan PCT71SA/210 (Blatt 2) (Juli 1992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIO 




RECHERCHENBERICHT 




In. 



Jtionales Aktenzeichen 



PCT/EP 98/01405 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Bezachnung aer Veroffenliichung, soweit ertoKieriich unter Angabe der in Belracht kommenden Taile 



BEHAMMER D ET AL: "SELECTIVELY GROWN 

VERTICAL SI-P MOS TRANSISTER WITH SHORT 

CHANNEL LENGTHS" 

ELECTRONICS LETTERS, 

Bd. 32, Nr. 4, 15.Februar 1996. 

Seite 406/407 XP000558180 

siehe das ganze Dokument 



FointtXanPCT/lSA/2IO(FoitsenungvonBlatt S) (JUi 1992) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

AngaDen zu Veroffentiichungen. di« zur selben Patentfamilie gehbren 


int .ionales Aktenzeichen 

PCT/EP 98/01405 


Im Recherchenbericht - 
angefuhrtes Patentdokument 


Datum der 
Veroffentlichung 


Mitgiied(er) der 
Patentfamilie 


Datum der 
Veroffentlichung 



US 5208172 



04-05-1993 



US 
US 
US 



5414289 A 
5451538 A 
5578850 A 



09-05-1995 
19-09-1995 
26-11-1996 



US 5545586 A 13-08-1996 JP 4192564 A 10-07-1992 



FoimWan PCT/1SA/2lO(Anhang PatenrtamilieKJUfi 1992) 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



VERTRAgAeR DIE INTERNATIONALE ZUS^v/1 EN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwatts 

GR 97 P 8023 P 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermitttung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 98/01405 


Internationales Anmeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

11/03/1998 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

19/03/1997 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 





Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbe horde erstellt und wird dem Anmelder gemaG 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 



Dieser internationale Recherchenbericht umfarat insgesamt 3 



. Blatter. 



fx~| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . | | Bestimmte Anspruche haben sich als nichtrecherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

2. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung(siehe Feld II). 

3. Q In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotide und/oder Aminosauresequenz offenbart; die internationale 

Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt, 

| | das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde. 

| | das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde, 

| | dem jedoch keine Erklarung beigefiigt war, daB der Inhalt des Protokolls nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. 

| | das von der Internationalen Recherchenbe horde in die ordnungsgemaGe Form ubertragen wurde. 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[)(] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt. 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

fx] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt 

| | wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld til angegebenen Fassung von dieser Behorde 

festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherche nbehoYde innerhalb eines Monats nach 
dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 



Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: 

Abb. Nr. 3 [x] wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 {Blatt 1) (Juli 1992) 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



INTERNATIONALE 



CHERCHENBERICHT 



t ion ales Aktenzelchen 

PcT/EP 98/01405 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H01L21/336 H01L29/78 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 H01L 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehd re nde Veroffentlichungen, soweit dieseunter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierteelektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erf orderlich unter Angabe der in Betrachtkommenden Teile 



Betr Anspruch Nr. 



LOO R ET AL: "Vertical Si p-MOS 
transistor selectively grown by low 
pressure chemical vapour deposition" 
THIN SOLID FILMS, 

Bd. 294, Nr. 1-2, 15.Februar 1997, 
Seite 267-270 XP004073087 
siehe das ganze Dokument 

US 5 208 172 A (FITCH JON T ET AL) 4. Mai 
1993 

siehe Zusammenfassung; Abbildungen 1-4 

US 5 545 586 A (KOH RISHO) 13. August 1996 
siehe Spalte 5, Zeile 31 - Zeile 60; 
Abbildung 2 

-/— 



1,2 



3-5 
3,4 



5 

6,7 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzungvon Feld C zu 
entnehmen 



Siehe An hang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand derTechnik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht word en ist 



Verdffentlichung, die geelgnet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden ,ry, 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

' Verdffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 

1 Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Verdffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 
"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Facnmann naheliegend ist 

Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



20. Jul i 1998 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



29/07/1998 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B, 5818 Patentlaan2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Gelebart, J 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatl 2) (Jul! 1992) 



Seite 1 von 2 



1 

• # 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



INTERNATIONALERAECHERCHENBERICHT 



In^^Bfonales Aktenzeichen 

PtT/EP 98/01405 



C(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



BEHAMMER D ET AL: "SELECTIVELY GROWN 

VERTICAL SI-P MOS TRANSISTER WITH SHORT 

CHANNEL LENGTHS" 

ELECTRONICS LETTERS, 

Bd. 32, Nr. 4, 15.Februar 1996, 

Seite 406/407 XP000558180 

siehe das ganze Dokument 



1,2 



FomriMatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992) 
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INTERACTIONAL SEARCH REPORT 

tnf<S^(non on patent family members 


li^^Kional Application No 

PCT/EP 98/01405 


Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 



US 5208172 A 04-05-1993 US 5414289 A 09-05-1995 

US 5451538 A 19-09-1995 
US 5578850 A 26-11-1996 



US 5545586 A 13-08-1996 JP 4192564 A 10-07-1992 



Form PCT/1SA/210 (patent family annex) (July 1 992) 



1 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



ANTRAG 



Der Unterzeichnete beantragt, dafl die vorliegende 
internationale Anmeldung nach dem Vertrag Uber die 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird. 



^Anmeldeamt uuszutiUlen 



Internationales Aktenzeichen 



Internationales Anrneldedatum 



Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" 



Aktenzeichen des Anmelders oder An waits (falls gewUnscht^ 
(max, 1 2 Zeichen) 

GR 97 P 8023 P 



Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG 

Verfahren zur Herstellung eines vertikalen MOS-Transistors 



Feld Nr. II ANMELDER 



Name und Anschrifl: (Familienname. Vorname; bei juristischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Post lei tzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

Siemens Aktiengesellschaft 
Wittelsbacher Platz 2 
80333 Miinchen 
DE 



□ 



Diese Person ist 
gleichzeitig Erfinder 



Telefonnr.: 

(089) 636-8 28 19 



Telefaxnr.: 

(089) 636-8 18 57 



Fernschreibnr.: 
52100-0 sie d 



Staatsangeharigkeit (Staat): 



DE 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 



DE 



Diese Person ist Anmelder 
ftr folgende Staatcn: 



□ alle Bestim- 
mungsstaaten 



alle Bestirnmung?ssiaaien mil Ausnahme 
der Vereinigten Slaalen von Amerika 



□ nur die Vereinigten J | 
Staaten von Amerika | | 



die im Zusatzfeld 
angegeben en Slaalen 



Feld Nr. m WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 



Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Post lei tzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist J 

Forschungszentrum Julich GmbH 
Wilhelm-Johnen-Strafie 
52428 Julich 
DE 



Diese Person ist: 



nur Anmelder 
I I Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wind dieses KOstdien 
angekreuzt so sind die nachstehenden 
,4ngaben nicht ndtig.) 



Staatsangehorigkeit (Staat): 

DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 


Diese Person ist Anmelder I 1 alle Bestinv \y alle BestimmungNstaat en mil Ausnahme I I nur die Vereinigten 

fur folgende Starter*; 1 1 mungsstaaten /\ der Vereinigten Staaten von Amerika | | Staaten von Amerika 


| 1 die im Zusatzfeld 
1 | angegebenen Slaalen 


Weitere Anmelder undVoder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 


Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT 


Die folgende Person wird hienrut bestellt/ist bestellt worden, urn filr den (die) Anmelder c-p 

vor den zustandigen internationalen Behorden in folgender Eigenschaft zu handeln als: LljJ wa 1 


| — | gemeinsamer 
1 1 Vertreter 



Bei der Anschrift sind die PasdeiBahl und der Nanu- des Staats anzugehen) 

EPPING. Wilhelm 
Postfach 22 13 17 

80503 Munchen 
DE 



(089) 636-8 28 19 



Telefaxnr.: 

(089) 636-8 18 57 



Fernschreibnr.: 

52100-0 sied 



□ 



Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld 
eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist. ^ 



Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (Januar 1997; Nachdruck Juli 1997) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



BlattNr.2 



Fortsetzung von Feld Nr. £□ 



WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 



Wird keines der folgenden Felder bemttzt, so ist dieses Blast dan Antrag nicht bcizufUgen. 



Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei junstischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Stoats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist) 

Ruhr-Universitat Bochum 
UniversifatsstralJe 150 
44801 Bochum 
DE 



Diese Person ist: 



nur Anmelder 



□ 
□ 



Anmelder und Erfinder 

nur Erfinder (Had dieses Kastchen 
artgekram, sosinddienachstehenden 



! 



Siaaisangehorigkeit (Staat): 

DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


DE 


Diese Person ist Anmelder I I aJIe Bestim- \y alle Bestimmung^aalm mit Ausnahme | | nur die Vereini glen I 1 die im Zusatzfeld 

rur tblgende Staaten: | | mungsstaaten da- Vereinigten Staalen van Amenka | | Staaien von Amerika I I angegebenen Staaten 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei Junstischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Stoats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

AEUGLE, Thomas 
Alb.-Schweitzer-Str. 38 
81735 Munchen 
DE 


Diese Person ist: 

I I nur Anmelder 

D*d Anmelder und Erfinder 

I I nur Erfinder (Wini dieses Kastchen 
angehvuzt, sosnridienachstehaidoi 
1 Angaboi nicht nddg.) 


Slaatsangehdrigkeit (Staat): 

DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 


Diese Person ist .Anmelder | | alle Bestim- | I aile Bestimmungsstaaten nut Ausnahme \s nur die Vereinigten I 1 die im Zusatzfeld 

tilr tolcende Staaten: | | mungsstaaten | | der Vereinigten Staaien von Amenka f\ Staaien von Amenka | | angegebenen Staaten 


Name und Anschrift: {Familienname, Vorname; bei junstischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

ROSNER, Wolfgang 
Heinzelmannchenstr. 2 
81739 Munchen 
DE 


Diese Person ist: 

1 1 nur Anmelder 

1X1 Anmelder und Eninaer 

CZ1 nur Erfinder (Wind dieses Kastchen 
angehvuzt sosmddienachstehaidat 
Angabefi nidit nddg) 


Siaaisangehorigkeit (Staat): 

DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 


Diese Person ist Anmelder I I alle Bestim- I | alle Beslirnmun^staaten mit Ausnahme f^pl nur die Vereinigten | 1 die im Zusatzleld 

tiir folgende Staaien: | | mungsstaaten | | der Vereinigten Staaten von Amenka Ixxl Staaten von Amerika I I angegebenen Staaten 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei junstischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

VESCAN, Lili 
Richtericher Str. 86 
52072 Aachen 
DE 


Diese Person ist: 

1 1 nur Anmelder 

1X1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (WmJ dieses Kastchen 
angekreuzl sosindawnachstehmden 

Angaben nicht n&ig) 


Staatsanaehdrigkeit (Staat): 

DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 


Diese Person ist Anmelder I I alle Bestim- | I alle Bestimrroingsstaaten mit Ausnahme f\7\ nur die Vereinigten I 1 die im Zusatzfeld 

fiir tblgende Staaten: | | mungsstaaten | | der Vereinigten Staaten von Amerika Ixxl Staaten von Amerika | ( angegebenen Staaten 


^ Weitere Anmelder und/oder ( weitere) Erfinder sind auf einem zusatzlichen Fortsetzungsblatt angegeben. 



Formblatt PCTVRO/101 (Fortsetzungsblatt) (Januar 1997) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 
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BiattNr. 3 



Fortsetzung von Feld Nr. HI 



WEITERE ANMELDER UND/ODER fWEITERE) ERFINDER 



Wird keines der folgenden F elder benutzt* so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizu/Ugen. 



Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bet juristischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Si ties oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

BEHAMMER, Dag 
Friedrichshafener Str. 22 
89079 Ulm 
DE 



Diese Person ist: 
I I nur Anmelder 



Anmelder und Erflnder 

nur Erfinder (Wud dieses Kastch&i ' 
angehvuzt sosinddienachstehenden 
Angaben nicht n&tig.) 



Staatsangehorigkeit (Staat): 

DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 


Diese Person ist Anmelder 1 | alle Bestim- 1 1 alle Bestimmunf^staaien mil Aiisnahme \y nur die Vereinigten I 1 die im Zusatzfeld 
fur iblgende Staaten: | | mungsstaaten | | der Vereinigten Staaten von Amerika /\ Staalen von Amerika [ | angegebenen Staaten 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 


Diese Person ist: 

1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Wud dieses Kastchen 
angehvuzt, sosinddxenadistdiendm 
Angaben nicht notig.) 


Sliiatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- 1 1 alle Bestirnmungsstaalen nut Ausnahme 1 ] nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
liir fbJgende SLaaten: | | mungsstaaien | | der Vereinigten Staalen von Amerika | | Staaten von Amerika | | angegebenen Staalen 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 


Diese Person ist: 

1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Wird dieses Kastchm 
artgehvuzt sosinddienachstehenden 
Angaben nkhtntiiig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder | 1 alle Bestim- | 1 alle Bestimmungsstaaten mh Ausnahme | 1 nur die Vereinigten (~ ~| die im Zusatzfeld 
fur Iblgende Staalen: | | mungsstaaten | | der Vereinigten Staaten von Amerika | ( Staalen von Amerika | | angegebenen Staalen 


Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 


Diese Person ist: 

1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Wwd dieses Ktistcnen 
artgehvuzt, sosuiddienachstdienden 
Angaben nicht n&ig) 


Staatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder | | alle Bestim- 1 I alle Bestimntun^staaten mh Ausnahme 1 1 nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
fur tblgende Staaten: | | mungsstaaien | | der Vereinigten Staaten von Arnerika | | Staaten von Amerika 1 1 angegebenen Staaten 


| Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusatzlichen Fortsetzungsblatt angegeben. 



Formblatt PCT/RO/101 (Fortsetzungsblatt) (Januar 1997) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 
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Blatt Nr. 4 



Fcld Nr. V BE 



N STAATEN 



Die folgenden Bestunmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiennit vorgenommen fi^dieaiapr^chmcknK^sd^anhvuz^ u&vgsans 
exn K&stchai tmfiaTgekretaXM&dBi): 
Region ales Patent 



□ 
□ 



AP 



EA 



ARIPO-Patent: GH Ghana, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, UG Uganda, 
ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist 

Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau, RU Russische Federation, TJ Tadschikisian, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des 
Eurasischen PatentQbereinkommens und des PCT ist 

Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, DE Deutschland. 
DK Danemark, ES Spanien, FI Finn] and, FR Frankreich, GB Vereinigtes Konigreich, GR Griechenland, EE Irland, IT 
Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der 
Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCT ist 

OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote dlvoire, 
CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo 
und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine and ere Schutzrechtsart oder ein sonstiges 

Verfahren gewiinscht wird, bine aufder gepunkteten Linie angeben) 

Nationales Patent falbeinecindereSdna2rBdTlsanodereinsanaiges Verfciwengewinschl\vird, binearfdergepurkiamLinieangebm): 



13 EP 



□ OA 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



AL Albanien 

AM Armenien 

AT Osterreich 

All Australien 

AZ Aserbaidschan 

BA Bosnien-Herzegowina 

BB Barbados 

BG Bulgarien 

BR Brasilien 

BY* Belarus 

CA Kanada 

CH und LI Schweiz und Liechtenstein 



CN 

CU 

CZ 

DE 

DK 

EE 

ES 

FI 

GB 

GE 

GH 

HU 

IL 

IS 

JP 

KE 

KG 

KP 

KR 

KZ 

LC 

LK 

LR 

LS 

LT 

LU 



China 

Kuba 

Tschechische Republik 

Deutschland 

Danemark 

Est! and 

Spanien 

Finnland 

Vereinigtes Konigreich 

Georgien 

Ghana □ 

Ungam . □ 

Israel □ 

Island □ 

Japan 

Kenia 

Kirgisistan 

Demokratische Volksrepublik Korea 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



LV 
MD 
MG 
MK 

MN 

MW 

MX 

NO 

NZ 

PL 

PT 

RO 

RU 

SD 

SE 

SG 

SI 

SK 

SL 

TJ 

TM 

TR 

TT 

UA 

UG 

US 



Letlland 

Republik Moldau 

Madagaskar 

Die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonicn 

Mongolei 

Malawi 

Mexiko 

Norwegen 
Neuseeland 

Polen 

Portugal 
Rumanicn 

Russische Fode ration 

Sudan 

Schweden 

Singapur 

Slowenien 

Slowakei 

Sierra Leone 
Tadschikisian 

Turkmenistan 

Turkei 

Trinidad und Tobago 

Ukraine 

Uganda 

Vereinigte Staaten von Amerika 



Republik Korea 
Kasachstan . . 
Saint Lucia 
Sri Lanka 
Liberia 

Lesotho 

Litauen 

Luxemburg . . . 



□ UZ Usbekistan 

□ VN Vietnam 

I I YU Jugoslawien 

| | ZW Simbabwe 

Kastchen fur die Bestimmung von Staaten (fur die Zwecke eines national en 
PaaertsX ^ PCT nadi da- Va^ertlichung dieses FaTnblaTis beigflretoisind: 
| | ID Indonesien 

□ y.y.y.y '.'.'.'.'.'.v.'.'.'/. 

□ 

□ 

□ 



Zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem 

PCT zulassigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der Bestimmung von . 

Der Anmelder erklart, dafl diese zusatzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Best^tigung stehen und jede zusatzliche 
Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum nicht bestatigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom 
Anmelder zuruckgenommen gilt. (DieBestOtigung einer B euitwtwng erfblgtdurrh die Einr&dusng emerbAiOeihsng, in der diese B etfimmwig tvige&ixTi Mini 
void die Zahhov* derBestiiwiwtr&- und derBesttiti&ci&zetruhr. Die Best&izunx mu/3 beimAnmeldeamt bvierhalb der Frist von ISMcmten einzehat) 



Formblan PCT/RO/101 (Blait 2) (Juli 1997) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 
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Blatt Nr. 5 



Zusatzfeld Wird dieses Zusatzfeld nicht benutzX, so ist dieses Blatt dem Anirag nicht beizufUgen. 



Dieses Feld ist in folgenden Fallen auszufUUen: 

1. Wenn der Platz in einem Feld nicht fUr alle Angaben In dies em Fall sind mix dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. .. 
ausreicht: fNummer des Feldes angebenj die gleichen Angab en zu machen wie in 

dem Feld vorgesehen, das platzm&fiig nicht ausreicht; 

insbesondere : 



i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder 
vorhanden sind und kein Fortsetzungsblatt zur 
Verfiigung stehi: 

ii) Wenn in Feld Nr. 11 oder HI die Angabe "die im 
Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: 



Hi) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder 
oder Erfinder/Anmelder nicht ftir alle Bestim- 
mungsstaaten oder fiir die Vereinigten Staaten von 
Amerika als Erfinder benannt ist: 



iv) Wenn zus&tzlich zu dem Anwalt/den Anw&lten, die in 
Feld NrJV angegeben sind, weitere Anwdlte bestellt 
sind: 

v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) 
die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat" 
oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten 
von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder 
,r Teilfortsetzung " h inzugefiigt wird: 



In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. Ill" far 
jede weitere Person die in Feld Nr. Ill vorgesehenen Angab en zu 
machen. 

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. IJ", 
"Fortsetzung von Feld Nr. Ill" oder "Fortsetzung von Feld Nr. II und 
Nr. Ill" die Namen der Anmelder und neben jedem Namen der Staat oder 
die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, europaisches oder OAPI -Patent) 
anzugeben, fUr die die bezeichnete Person Anmelder ist. 

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. II" oder 
"Fortsetzung von Feld Nr. Ill" oder "Fortsetzung von Feld Nr. II und 
Nr. Ill" der Name des Erfinders und neben jedem Namen der Staat oder 
die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, europaisches oder OAPI -Patent) 
anzugeben, fiir die die bezeichnete Person Erfmder ist. 

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. IV" fiir 
jeden weiteren Anwalt die gleichen Angaben zu machen wie in Feld 
Nr. IV vorgesehen. 

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. V" die 
Namen der betrejfenden Staaten (oder OAPI) und nach dem Namen jeder 
dieser Staaten (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts 
oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des 
Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechts- 
anmeldung anzugeben. 



vi) Wenn die Prioritdt von mehr als drei frUheren In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. VI" fUr 

Anmeldungen beansprucht wird: jede weitere frUhere Anmeldung die gleichen Angaben zu machen wie in 

Feld Nr. VI vorgesehen. 

2. Wenn der Anmelder fiir irgendein Bestimmungsamt In diesem Fall ist mit dem Vermerk "Erklltrung betreffend unschaaTiche 

die Vergilnstigung nationaler Vorschriften betreffend Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschaauchkeit" 

unschaaliche Offenbarung oder Ausnahmen von der nachstehend diese ErklUrung abzugeben. 
Neuheitssch&dlichkeU in Anspruch nimmt: 

Weitere Angaben zu Feld Nr. IX Unterschrift 
der Anmelder: 



Forsch 



ntrum JQIich GmbH 




Dr. Paul Vaessen 
Ang-AV Nr. 32658 



Lili Vescan 



FormblattPCT/RO/101 (Zusateblatt) (Januar 1997; Nachdmck Juli 1997) 



Siehe Anmerkungen zu diesem A ntragsformular 
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Blatt Nr. 6 



Zusatzfeld Wird dieses Zusatzfeld nichi benutzt, so ist dieses Blatt dem Anirag nichi beizu/Ugen. 



Dieses Feld ist in folgenden Fallen auszufUllen: 

1. Wenn der Plalz in einem Feld nicht fUr alle Angaben In diesem Fall sind mis dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. 
ausreicht: [Summer des Feldes angeben/ die gleichen Angaben zu machen wie in \ 

dem Feld vorgesehen f das platzmdfiig nicht ausreicht; 

insbesondere : 



i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder 
vorhanden sind und kein Fortsetzungsblatt zur 
Verfugung stent: 

ii) Wenn in Feld Nr. 11 oder 111 die Angabe "die im 
Zusatzfeld angegebenen Staaten " angekreuzt ist: 



Hi) Wenn der in Feld Nr. 11 oder 111 genannte Erfinder 
oder Erfinder/Anmelder nicht fur alle Bestim- 
mungsstaaten oder fur die Vereinigten Staaten von 
Amerika als Erfinder benannt ist: 



iv) Wenn zusdtzlich zu dem Anwalvden Anwdlten, die in 
Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwdlte bestellt 
sind: 

v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAP1) 
die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat" 
oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten 
von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder 
"Tei (fortsetzung" hinzugefugt wird: 



In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. Ill" fur \ 
jede weitere Person die in Feld Nr. Ill vorgesehenen Angaben zu \ 
machen. 

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. 11". 
"Fortsetzung von Feld Nr. Ill" oder "Fortsetzung von Feld Nr. 11 und I 
Nr. Ill" die Namen der Anmelder und neben jedem Namen der Staat oder I 
die Staaten (und/oder ggf. AR1P0-. europdisches oder O.APl-Patent) \ 
anzugeben, fur die die bezeichnete Person Anmelder ist. 

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. II" oder I 
"Fortsetzung von Feld Nr. Ill" oder "Fortsetzung von Feld Nr. II und 
Nr. Ill" der Name des Erfmders und neben jedem Namen der Staat oder I 
die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, europdisches oder OAPI -Patent) f 
anzugeben, filr die die bezeichnete Person Erfinder ist. 

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. IV" fur 
jeden weiteren Anwalt die gleichen Angaben zu machen wie in Feld\ 
Nr. IV vorgesehen. 

In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. V" die 1 
Namen der betreffenden Staaten (oder OAPI) und nach dem Namen jeder 
dieser Staaten (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts \ 
oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des 
Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechts- 
anmeldung anzugeben. 



vi) Wenn die Priori tdt von mehr als drei fruheren In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. i'l" fUr\ 

Anmeldungen heansprucht wird: jede weitere friihere Anmeldung die gleichen Angaben zu machen wie in \ 

Feld Nr. VI vorgesehen. 

2. Wenn der Anmelder far irgendein Bestimmungsamt In diesem Fall ist mit dem Vermerk "ErklHrung betreffend unschiUBiche I 

die Vergtlnstigung nationaler Vorschriften betreffend Offenbamng oder Ausnahmen von der Neultettsschadlichket''\ 

unschUdliche Offenbarung oder Ausnahmen von der nachstehend diese Erklarung abzugeben. 
Neuheitsschddlichkeit in Anspruch nimmt: 

Weitere Angaben zu Feld Nr. IX Unterschrift 
der Anmelder: 

Ruhr-Universitat Bochum 

Der Kanzler 



( Dr. B. Wiebel ) 
Bochum, 25.02.1998 



Formblatl PCT RO101 (ZusatzbUtl) (Januar 1997; Nachdruck Juli 1997) 



Siehe Anmerkungen ru diesem Antragsformular 
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BlattNr. 7 



Feid Nr. VI PRIORTTATSANSPRUCH 



sans 



Weitere Priori tatsansprtlche sind im Zusatzfeld angegeben. I I 



Die Prioritat der folgenden fhlheren Anmeldung(en) wird hiermit beansprucht 



Staat 

(Anmelde- oaerBesti/ri/riungsssaat 
der.4nmekhm%) 



Anmeldedatum 
(TagKdonat/Jahr) 



Aktenzeichen 



Anmeldeamt 
(nur bei reguncder oder 
interncaionc^.4mteUunp 



0) 



DE 



19.03.1997 



197 11 481.4 



(2) 



(3) 



Dieses Kastchen ankreuzen, nenn die begkmbigie Kopie der fruheren Anmeldung von demAml ausgesxeJIi werden soil das fur die Zwecke dteser tmernanonalenArvneidurtg 
Anmedeaml ist (eine Gebuhrkann verkmgt werden): 

□ Das Anmeldeamt wird hiermit ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) 
bezeichneten fhlheren Anmeldung(en) ziTerstellen und dem Internationalen BUro zu Ubermitteln. 



Feld Nr. VU INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wahl der Internationalen Recherchenbehdrde (ISA) (Sindzwaderrnehr Internationale 
Recherchenbehonien fodie internca^^ 

die die Internationale Recherche aurchfuhren soli; ZweibudistaEen-Code gerriigtf: ISA/ 

Friihere Recherche: .4uszufiillen werm eine Recherche (Internationale Recherche, Recherche internatianaler Art oder sonstige Recherche) bemts 
bei der intemanonalen Recherchenbehdrde beantmgt oder von ihr durchgefiihrt warden ist und diese Behdrde nun ersucht wtnt die iniemcaioncde 
Recherche soweit wie moglidt auf die Ergebnisse einer solchen fruheren Recherche zu saMzen Die Recherche oder der Recherchenantrag ist durch 
Angpbe der betreffenden Anmeldung (bzw. derm Ubersetzung) oder des Recherchenantmgszu bezeichnen 



Staat (oder regionales Amt): 



Datum (Tag /hdonat/Jahr): 



Aktenzeichen: 



Feld Nr. VIII KONTROLLISTE 



Diese internationale Anmeldung umfafit: 



1 . Antrag 

2. Beschreibung 

3. Anspruche 

4. Zusammenfassung: 

5. Zeichnungen 

Insgesamt 



7 Blatter 
16 Blatter 
3 Blatter 
1 Blatter 
£ Blatter 
33 Blatter 



Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzien Unierlagen bei: 



□ 
□ 



Unterzeichnete gcsondcrtc 

Vollmacht 5. 

Kopie der altgemeinen 

Vollmacht 6. 

Begrilndung fux das Fehlen 

der Untcrschrift 7. 

Prioritatsbelege<e) (durch 

die Zeilennummer von Feld 8 . 

Nr. VI kennzeichnen): 1 



□ 
□ 
□ 
□ 



Blatt fiir die Gebuhrenberechnung 

Gcsondcrtc Angabcn zu hinler- 
legten Mikroorganismen 
Sequenzprotokolle fur Nucleotide 
und/oder Aminosauren (Diskette) 

Sonstige (einzeln auffahren): 



Abbildung Nr. 3 



der Zeichnungen (falls vorhanden) soil mit der Zusammenfassung verOffentlicht werden. 



Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 



Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, so/em sich dies nicht eindeurig cms aem .-bitrag 
ergibt.in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet ^ /% n // 

Siemens Aktiengesellschaft fl^ao /JL^U <^<^ l&UxV 

Thomas Aeugle ^ Wolfgang Rosner 



I 

Dr. Ritzka 
Allgem. Vollmacht Nr. 650 



DaaBehammer 



1 . Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
internationalen Anmeldung: 


2. Zeichnungen 
O einge- 
gangen: 

nicht ein- 
U gegangen: 


3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur Vervollstandigune dieser internationalen Anmeldung: 


4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtiestelluneen nach Artikel 1 1(2) PCT: 


5. Vom Anmelder benannte 

Internationale RecherchenbehOrde: ISA/ 


6. i— 1 Obermittlung des Recherchenexemplars bis zur 
Zahlung der Recherchengebtlhr aufeeschoben 



Vom Internationalen Bttro auszufullen 



Datum des Einganges des Aktenexemplars 
beim Internationalen Buro: 



FormblattPCT/RO/101 (letztes Blati) (Januar 1994; Nachdnick Juli 1997) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



THIS PAGE BLANK (uspto> 




.bsender: 



vertrag liberie internationale zusamm^arbeft auf dem 
"gebiet des patentwesenIP 

MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PROFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 

Epping, Wilhelm _ — - . . . * /TV 

Postfach 22 13 1*zf^G]^^ 

D-80503 Munchen I 

ALLEMAGNE 1 ^ m m $ ^ jA 

IGB 1 
|Fnst ■ 


PCT 

MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

^riegei /i.i r v-o i ) 


Absendedatum 1 7 OB. 99 
(Tag/Monat/Jahr) 


Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
GR 97 P 8023 P 


WICHT1GE MmHLUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP98/01405 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
11/03/1998 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
19/03/1997 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



Dem Anmelder wird mitgeteilt, da3 ihm die mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der intemationalen Anmeldung erstellten intemationalen vorlaufigen Pruf ungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Intemationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerfialb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtem noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der intemationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Obersetzungen aller Anlagen zum intemationalen vorlaufigen Pruf ungsbencht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtem 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erlordemissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munch en 

Tel. (449-89) 2399-0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: (+49-89) 2399-4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Mamell, J 

Tel. (449-89) 2399-2231 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUS AMMEN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWE6ENS 

jREC'D I 

PCT 




2 JUL 1999 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
GR 97 P 8023 P 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP98/01405 


Internationales Anmeldedatum(Tao;/Monafc''Ja/7r J ) 
11/03/1998 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
19/03/1997 


Internationale Patentklassification (IPK) oder i 
H01L21/336 


rationale Klassifikation und IPK 


An m elder 

SIEMENS AKTI ENG ES ELLSC H AFT et al. 



Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemafc Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

IS AuGerdem liegen dern Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I SI Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

lit □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbltche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V H Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 

gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII S Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
06/10/1998 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 

1 7. ffi. » 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
Jiji D-80298 Miinchen 

Tel. (+49-89) 2399-6 Tx: 523656 epmu d 
Fax: (+49-89) 2399-4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Schuitemaker, P \\ *} 

Tel. Nr. (+49-89) 2399 2188 
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INTERN ATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/01 405 



I. Grundlage des Berichts 

1 Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, getten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und stnd thm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 

Beschreibung, Seiten: 

1-16 ursprungliche Fassung 



PatentansprCiche, Nr.: 

1-5 eingegangen am 



30/03/1 999 mit Schreiben vom 29/03/1 999 



Zeichnungen, Blatter: 

1/6-6/6 ursprungliche Fassung 



2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Off enbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeliung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 5 

Nein: Anspruche 1-4 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/01 405 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/1PEA/409 (Felder l-VHI, Blatt 2) (Januar 1994) 




THIS PAGE BLANK (uspity 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 98/0 1405 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT , 



Zu Punkt V: 

i) Dokument "Thin Solid Films, R. Loo et al, Bd. 294, Nr. 1-2, 15. Februar 1997, 
Seiten 267-270" (im folgenden mit D1 bezeichnet) offenbart ein Verfahren zur 
Herstellung eines vertikalen MOS-Transistors (siehe Zusammenfassung), 

- bei dem auf einer Hauptflache eines Halbleitersubstrats (Si) eine Maske 
(Siliziumoxid) mit einer Offnung gebildet wird, in der die Hauptflache frei liegt 
(siehe Seite 268, 2. Absatz "Growth characteristics and device fabrication"), 

- bei dem in der Offnung durch selektive Epitaxie eine Schichtenfolge 
aufgewachsen wird, die jeweils eine Schicht fur ein unteres Source-/Draingebiet, 
ein Kanalgebiet, und ein oberes DrainVSourcegebiet aufweist, wobei am Rand der 
Schichtenfolge Facetten gebildet werden, so daR die Dicke der Schichten am 
Rand der Offnung geringer ist als in der Mitte (siehe Seite 267, rechte Spalte), 

- bei dem ein Gatedielektrikum gebildet wird, das an einer Oberflache des 
Kanalgebietes angrenzt, und 

- bei dem eine Gateelektrode gebildet wird, die an das Gatedielektrikum angrenzt. 

Dokument US-A-5 545 586 (im folgenden mit D3 bezeichnet) offenbart (siehe 
Spalte 5, Zeilen 31-60) ein Verfahren, von dem sich der Gegenstand des An- 
spruchs 1 nur dadurch unterscheidet, daB in D3 eine Facettenbildung am Rand 
der epitaktisch aufgebrachten Schichtenfolge nicht explizit offenbart ist. 
Insbesondere bleibt das untere Source-/Draingebiet 44 mit dem isolierenden 
Material der Maske 43 im wesentlichen bedeckt. Der Fachmann wurde ohne 
erfinderische Uberlegung das aus D1 bekannte Epitaxieverfahren in dem aus D3 
bekannten Verfahren anwenden, urn die Vorteile der Facetten auszunutzen. 
Folglich erfiillt der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht die Erfordernisse des 
Artikels 33(3) PCT. 

ii) Die abhangigen Anspruche 2-4 enthalten keine zusatzlichen Merkmale, die in 

Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den diese Anspruche 
ruckbezogen sind, zu einem auf erfinderischer Tatigkeit beruhenden Gegenstand 
fuhren konnten (Artikel 33(3) PCT), weil diese zusatzlichen Merkmale aus D1 
und/oder D3 bekannt sind und/oder nur fur den Fachmann ubliche MaRnahmen 
betreffen. Insbesondere sind die Benutzung und die Vorteile von 
unterschiedlichen isolierenden Schichten und das selektive Atzen davon, dem 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/01405 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT _ 



Fachmann bekannt. 

Hi) Keines der im Recherchebericht zitierten Dokumente offenbart die zusatzlichen 
Merkmale des Anspruchs 5. Daher erfullt der Gegenstand des Anspruchs 5, 
insoweit er zu verstehen ist (siehe Absatz Vlll(ii)), die Erfordernisse der Artikel 
33(2) und 33(3) PCT. 



Zu Punkt VIII: 

i) Der Anspruch 1 entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der 
Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem Anspruch wird 
versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren 
(betrifft die Merkmale des Anspruchs 1, Zeilen 15-18); dam it wird aber lediglich 
die zu losende Aufgabe angegeben. Zur Beseitigung dieses Mangels erscheint 
es erforderlich, die fur die Erzielung dieses Ergebnisses notwendigen technischen 
Merkmale in den Anspruch aufzunehmen. 

ii) Es ist in Anspruch 5 nicht klar wie und wann die zusatzlichen Verfahrenschritte in 
dem Verfahren nach einem der Anspruche 1-4 ausgefuhrt werden sollten (Artikel 
6 PCT). 
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GR 97 P 8023 P 



1.7 



Pat en tansp ruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines vertikalen MOS- 
Transistors, 

- bei dem auf einer Kauptflache eines Haibleitersubstrats 
(11) eine Maske (13) aus isolierendeiti Material mit einer 
Offnung (130) gebildet wird, in der die Hauptflache frei- 
liegt, 

- bei dem in der Offnung (130) durch selektive Epitaxie eine 
Schichtenf oige (14) aufgewachsen wird, die jeweils eine 
Schicht (141, 142, 143) fur ein unteres Source- 
/Draingebiet , ein Kanalgebiet und ein oberes Source- 
/Draingebiet aufweist, und die am* Rand der Schichtenf olge 
(14) Facetten aufweist, so~da.fi die Dicke der Schichten 
(141, 142, 143) am Rand der Offnung (130) geringer ist als 
in der Mitte, 

- bei dem nach Bildung der Schichtenf olge (14) die Sei'tenwand 
des Kanalgebietes (142) so freigelegt wird, dafi die Seiten- 
wand des unteren Source-/Draingebi.etes (141) von dem iso- 
lierenden Material der Maske (131) im wesentlichen bedeckt 
bleibt, 

- bei dem an der freigelegten Seitenwand des Kanalgebietes 
(142) ein Gatedielektrikum (16) gebildet wird, das an einer 
Oberflache des Kanalgebietes (142) angrenzt, 

- bei dem eine Gateelektrode (170) gebildet wird, die an das 
Gatedielektrikum (16) angrenzt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

bei dem die Maske (13) mindestens an der Oberflache Sili- 
ziumoxid und/oder Siliziumnitrid aufweist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
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13 



- bei dem die Maske (13) aus eirter ersten isolierenden 
Schicht (131) and einer zweiten isolierenden Schicht (132) 
gebildet wird, wobei die erste isolierende Schicht (131) 

5 auf der Hauptflache und auf der ersten isolierenden Schicht 

(131) die zweite isolierende Schicht (132) angeordnet ist 
und wobei die zweite isolierende Schicht (132) seiektiv zur 
ersten isolierenden Schicht (131) und zur Schichtenf olge 
(14) atzbar ist, 

10 

- bei dem das untere Source-/Draingebiet (141) in der Hohe im 
wesentlichen mit der ersten isolierenden Schicht (131) ab- 
schlieflt, . 

15 - bei dem in der zweiten isolierenden Schicht (132) eine Off- 
nung (130) gebildet wird, die das Kanalgebiet (142) ring- 
formig umgibt, 

- bei dem nach Bildung des Gatedielektrikums (16) die Offnung 
20 mit einer leitfahigen Schicht (17) aufgefullt wird, 

- bei dem die Gateelektrode (170) durch Strukturieren der 
leitfahigen Schicht (17) gebildet wird. 

25 4. Verfahren nach Anspruch 3, 

- bei dem die Offnung (15) in der zweiten isolierenden 
Schicht (132) an mindestens einer Seite der Schichtenf olge 
(14) eine Aufweitung (150) aufweist und im Bereich der Auf- 

30 weitung (150) inselformige Strukturen (132') angeordnet 

sind, so daB die Offnung (15) im Bereich der Aufweitung 
(150) einen gitterformigen Querschnitt aufweist, 

- bei dem die leitfahige Schicht (17) die Offnung (15) auch 
35 im Bereich der Aufweitung (150) aufftlllt. 

5. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, 
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bei dem die Schichtenf olge (34) ririgformig struktur iert wird 
und bei dem die ririgformig s trukturierte Schichtenf olge (34) 
mit einer isolierenden Fullung (39) versehen wird. 
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Certain defects in the international application 
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• 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


^^Jhational application No. 

PCT/EP98/01405 


I. Basis of the report 


1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 


| | the international application as originally filed. 






the description, pages 1-16 


, as originally filed, 




pages 


, filed with the demand, 




pages 


, filed with the letter of . 




pages 


, filed with the letter of 




^ the claims, Nos. 

Nos. 


, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 


Nos. 


, filed with the demand, 




Nos. 1-5 


, filed with the letter of 


29 March 1999 (29.03.1999) 


Nos. 


, filed with the letter of 




the drawings, sheets/fig 1/6-6/6 


, as originally filed, 




sheets/fig 


, filed with the demand, 




sheets/fig 


, filed with the letter of 




sheets/fig 


, filed with the letter of 




2. The amendments have resulted in the cancellation of: 






| | the description, pages 






| | the claims, Nos. 






| ~j the drawings, sheets/fig 






3 1 1 This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
1 — 1 to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 


4. Additional observations, if necessary: 
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ional application No. 
PCT/EP 98/01405 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-5 



1-4 



1-5 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

i) The document *Thin Solid Films", R. Loo et al., Vol. 

294, No. 1-2, 15 February 1997, pp. 267 - 270 (Dl) 
discloses a method of producing a vertical MOS 
transistor (cf. abstract) wherein: 

- on a main surface of a semiconductor substrate 
(Si) a mask (silicon oxide) is formed with an 
opening in which the main surface is exposed (cf . 
page 268, paragraph 2 ^Growth characteristics and 
device fabrication" ) ; 

- a layer sequence is grown in the opening by 
selective epitaxy, said sequence comprising a layer 
for a lower source-drain region, a channel region, 
and an upper drain-source region, facets being 
formed at the edge of the layer sequence such that 
the layers are thinner at the edge of the opening 
than in the centre (cf. page 267, right-hand 
column) ; 

- a gate dielectric is formed which adjoins a 
surface of the channel region; and 

- a gate electrode is formed which adjoins the gate 
dielectric . 



US-A-5 545 586 (D3) discloses (cf. column 5, lines 
31 to 60) a method from which the subject matter of 
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IrjQ^tional application No. 
PCT/EP 98/01405 



Claim 1 differs only in that D3 does not explicitly 
disclose facet formation at the edge of the 
epitaxially applied layer sequence. In particular, 
the lower source-drain region (44) is substantially 
covered by the insulating material of the mask (43) . 
A person skilled in the art would apply the epitaxy 
method known from Dl to the method known from D3 
without being inventive in order to utilize the 
advantages of the facets. Consequently the subject 
matter of Claim 1 does not meet the requirements of 
PCT Article 33 (3) . 



ii) Dependent Claims 2 to 4 do not contain any 
additional features which, combined with the 
features of any claim to which Claims 2 to 4 are 
appended, could lead to subject matter involving an 
inventive step (PCT Article 33(3)) since these 
additional features are known from Dl and/or D3 
and/or are only conventional measures for a person 
skilled in the art. In particular, a person skilled 
in the art is familiar with the use and advantages 
of different insulating layers and etching them 
selectively. 

iii) None of the search report citations discloses the 
additional features of Claim 5 and so the subject 
matter of Claim 5, insofar as it is comprehensible 
(cf. Box VIII (ii)), meets the requirements of PCT 

Article 33(2) and (3). 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



Int^^onaTapplication No. 

PCT/EP 98/01405 



VUL Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

i) Claim 1 does not meet the requirements of PCT 
Article 6 since the subject matter for which 
protection is sought is not clearly defined. The 
claim attempts to define the subject matter by the 
result to be achieved (concerns the features in 
Claim 1, lines 15 to 18); however, this merely 
states the object to be attained. To overcome this 
defect, the claim should include the technical 
features necessary for attaining this result. 



ii) In Claim 5 it is not clear how and when the 

additional method steps are to be carried out in the 

method according to any one of Claims 1 to 4 (PCT 
Article 6) . 
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TOJF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An 




Epping, Wilhelm 




Postfach 22 13 17 


D-80503 Miinchen 




GERMANY 


ZTGG VM Mch M 




Eing. 30. Juli 1998 /> 




GR 




Pri«t 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERMITTLUNG DES 
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel 44.1 PCT) 



Absendedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



29/07/1998 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

GR 97 P 8023 P 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Punkt 1 und 4 unten 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 98/01405 



Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



1 1/03/1998 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al 



1 • Q(] Dem Anmelder wird mitgeteilt. daG der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird. 
Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Artikel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der internationalen Anmeldung andern (siehe Regel 46): 

Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt Oblicherweise zwei Monate ab der Ubermittlung des 
internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beibtattzu entnehmen. 

Wo sind die Anderungen einzureichen? 

Unmittelbar beim Internationalen BOro der WIPO. 34, CHEMIN des Colombettes. CH-121 1 Genf 20 
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 

Nahere Hinweisesind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

2. \^\ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daG kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daG ihm hiermit die Erklarung nach 
Artikel 17(2)a) ubermittelt wird. 



3. I I Hinsichtlich des Widerspruchsgegen die Entrichtung einer zusatzlichen Gebuhr (zusatzlicher Gebiihren) nach Regel 40.2 wird 
1 — 1 dem Anmelder mitgeteilt, daG 

I I der Widerspruch und die Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des 
— 1 Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internationalen Buro ubermittelt worden 
sind. 

| I noch keine Entscheidung uber den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung 
' — 1 getroffen wurde. 

4. Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: 

Kurz nach Ablauf von 18 Mo n a ten seit dem Prioritatsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Buro veroffenK 
licht. W^der Anmelder die Veroffentlichung verhindern Oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben. so muG gemaG Regel 90 f 
bzw. 90 .3 vor AbschluB der technischen Vorbereilungen fur die internationale Veroffentlichung eine Erklarung uber die Zuriicknah- 
me der internationalen Anmeldung Oder desPrioritatsanspruchs beim Internationalen Buro eingehen. 

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf internationale vorlaufige Priifung einzureichen. wenn der 
Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtern sogarnoch langer) 
verschieben mochte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muB der Anmelder die fur den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handlungen vor alien Bestimmungsamtern vornehmen. die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der 
Anmeldung oder einer nachtraglichen Auswahlerklarung ausgewahlt wurden Oder nicht ausgewahlt werden konnten. da fur sie 
Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist. 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 


Bevollmachtigter Bediensteter 


Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 


Marjory Sastropawiro 


NL-2280 HV Rijswijk 


Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 


Fax: (+31-70) 340-3016 
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Diese Anmerku'ngen solldn grundlegende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gem a 3 Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen 
lie gen die Erforderntsse des Vert rags Ober die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausfuhrungs- 
ordnung und der verwaitungsrichtltnien zu diesem Vert rag zugrunde. 8ei Abweichungen zwisehen diesen Anmerkungen und 
obengenannten Text en sind letztere maftgebend. Nahere Einzetheiten sind dem PCT-Leitfaden fur Anmelder, einer Veroffentlichung der 
WIPO, zu entnehmen. 

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des 
PCT-Vertrags, der PCT-Ausfuhrungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien. 

hinweise zu Anderungen gemAss artikel 19 

Nach ErhaJt des intemationaien Recherchenberichts hat der Anmelder die Moglichkeit, einmaJ die AnsprOche der intemationaien 
An met dung zu an dem. Es ist jedoch zu bet one n, dafl, da alio Teile der intemationaien Anmeldung (AnsprOche, Beschretbung und 
Zeichnunaen) wan rend des intemationaien vorlaufigen PrOfungsverfahrens geandert werden konnen, normaJerwetse keine Notwendigkeit 
besteht, Anderungen der Anspruche nach Artikel 19 einzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorlaufigen 
Schutzes die Veroffentlichung dieser Anspruche wunscht oder ein anderer Grund fur eine An de rung der AnsprOche vor ihrer intemationa- 
ien Verdffentlichung vorliegt. Weiterhin tst zu beach ten, daft ein voriduftger Schutz nur in einigen Staaten erhaJtiich tst. 



Wei che Telle der Intemationaien Anmeldung konnen geandert werden? 

)m Rah men von Artikel 19 konnen nur die Anspruche geandert werden. 

In der intemationaien Phase kdnnen die AnsprOche auch nach Artikel 34 vor der mit der intemationaien vorlaufigen PrOfung beauf- 
tragten Be horde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen konnen nur nach Artikel 34 
vor der mit der intemationaien vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde geandert werden. 

Beim Eintritt in die nationaJe Phase konnen alle Teile der intemationaien Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 
41 geandert werden. 



Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Innerhalb von zwet Monaten ab der Ubermrttlung des intemationaien Recherchenbehchts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab 
dem Prioritatsdatum, je nach dem, wetche Frist spater ablauft. Die Anderungen gotten jedoch ala rechtzeitig eingereicht, wenn sie 
dem Intemationaien BOro nach Ablauf der maftgebenden Frist, aber noch vor Abschluft der technischen Vorberertungen fOr die 
Internationale Veroffentlichung (Regel 46.1 ) zugehen. 



Wo sind die Anderungen nlcht einzureichen? 

Oie Anderungen kdnnen nur beim Intemationaien BOro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Intemationaien Recherchenbehorde 
eingereicht werden (Regel 46.2). 

Falls ein Aril rag auf international© voriaufige Prufung eingereicht wurdeAvtrd, sie he unten. 

In weicher Form kdnnen Anderungen erf olgen? 

Eine Anderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer AnsprOche, durch Hinzufugung eines oder mehrerer 
neuer AnsprOche oder durch Anderung des Worttauts eines oder mehrerer Anspruche in der eingereichten Fassung. 

Fur jedes AnspruchsbJatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprOnglich eingereichten Blatt 
unteracheidet, ist ein Ersatz blatt einzureichen. 

Aile Anspruche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Z iff em zu numeneren. Wird ein Anspruch gestrichen, so 
brauchen, die anderen AnsprOche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die AnsprOche forttaufend zu 
numeneren (Verwaltungsnchtlinien, Abschnitt 205 b)). 

Die Anderungen sind In der Sprache abzufassen, In der dielntematlonale Anmeldung verdttentllcht wlrd. 



Wei che Unterlagen sind den Anderungen betzutOgen? 
Beglettschreiben (Abschnitt 205 b)): 

Die Anderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen. 

Oas Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der intemationaien Anmeldung und den geandert en Anspruchen veroffentlicht. Es 
ist nicht zu verwechseln mit der "ErWarung nach Artikel 19<1 )" (siehe unten, "ErWarung nach Artikel 19 (1)"). 

Das Begleitschreiben Ist nach Wahl des Anmelders In englischer oder franzdslscher Sprache abzufassen. Bel engllschspra- 
chigen Intemationaien Anmeldungen 1st das Begleitschreiben aber ebenfalls In englischer, be) franzdslschsprachigen Inter- 
nationaien Anmeldungen In franzdslscher Sprache abzufassen. 
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lm Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der eingereichten Fassung und don geanderten AnsprOchen 
anzugeben. So rst insbesondere zu jedem Anspruch in der irrtemaiionalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu 
verschiedenen Anspruch en k6nnen zusammengefaftt werden), ob 

i) der Anspruch unverandert rst; 

ii) der Anspruch gestrichen worden ist; 

iii) der Anspruch neu ist; 

iv) der Anspruch einen oder mehrere AnsprOche in der eingereichten Fassung ersetrt; 

v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zuruckzufOhren ist. 



Im folgenden sind Beispiele angegeben, wle Anderungen lm Begleitschreiben zu erlautem sind: 

1. [Wenn anstelle von ursprunglich 48 AnsprOchen nach der An de rung einiger Anspruche 51 An 3 p rue he existieren]; 

'Die Anspruche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geanderte Anspruche gleicher Numerierung ersetzl, AnsprOche 
30, 33 und 36 unverandert; neue Anspruche 49 bis 51 hinzugefOgt." 

2. [Wenn anstelle von ursprunglich 15 AnsprOchen nach der Anderung aller Anspruche 1 1 Anspruche existieren|: 
'Geanderte Anspruche 1 bis 1 1 treten an die Stelle der Anspruche 1 bis 15." 

3. [Wenn ursprunglich 1 4 AnsprOche existierten und die Anderungen darin bestehen, daft einige Anspruche gestrichen werden und 
neue Anspruche hinzugefOgt werden]: 

AnsprOche 1 bis 6 und 14 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gestrichen; neue Anspruche 15, 16 und 17 hinzugefOgt.'Oder" An- 
spruche 7 bis 13 gestrichen; neue Anspruche 15, 16 und 17 hinzugefOgt; alle ubhgen AnsprOche unverandert." 

4. [Wenn verschiedene Arten von Anderungen durchgefuhrt werden]: 

"AnsprOche 1-10 unverandert; AnsprOche 1 1 bis 13, 18 und 19 gestrichen; AnsprOche 1 4, 15 und 16 durch geanderten An- 
spruch 14 ersetzt; Anspruch 1 7 in geanderte AnsprOche 1 5, 16 und 17 unterteilt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt." 

-Erklarung nach Artikel 19(1)-* (Regel 46.4) 

Den Anderungen kann eine Erklarung beigefOgt werden, mit der die Anderungen ertautert und ihre Auswirkungen auf die 
Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1) geAndert werden kdnnen). 

Die Erklarung wird zusammen mrt der intemationalen Anmeldung und den geanderten Anspruchen veroffentltcht. 
Sle ist in der Sprache abztrfassen. In der die intemationalen Anmeldung verdffentllcht wird. 

Sie mu(J kurz gehalten sein und darf , wenn in engltsoher Sprache abgefaftt oder ins Englische ubersetzt, nicht mehr aJs 500 
W6rter umfassen 

Die Erklarung ist nicht zu verwechseln mit derri Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der 
eingereichten Fassung und den geanderten Anspruchen hinweist, und ersetzl letzteres nicht. Sie ist auf einern gesonderten Blatt 
einzureichen und in der Uberschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklarung nach Artikel 19 (1)". 

Die Erklarung darf keine herabsetzenden AufJerungen uberden intemationalen Recherchenbehcht oder die Bedeutung von in dem 
Bericht angefOhrten Veto ffent Itch un gen enthalten. Sie darf auf im intemationalen Recherche nbericht angefQhrte Veroffentlichun- 
gen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung dieses Anspruchs Bezug 
nehmen. 



Auswirkungen eines beretts gestellten Ant rags auf Intematlonalevoriauflge PrOfung 

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Anderungen nach Artikel 19 bereits etn Antrag auf internationale vorlaufige PrOfung 
gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gieichzeitig mit der Einreichung der Anderungen beim Intemation alen 
BOro auch eine Kopie der Anderungen bei der mit der intemationalen voriaufigen PrOfung beauftragen Be horde einreichen (siehe 
Regel 62.2 a), erster Satz). 



Auswirkungen von Anderungen hinslchtllch der Obersetzung derlnternationalen Anmeldung beim Eintrttt in die 
Rationale Phase 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dafi bet Eintritt in die nationals Phase mdglicherweise anstatt oder zusatzlich zu der Ober- 
setzung der AnsprOche in der eingereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikel 19 geanderten AnsprOche an die 
bestimmten/ausgewahften Amter zu Obermitteln ist. 

N&here Einzelheiten Ober die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewahften Amts sind Band II des PCT-Leitfadens fOr Anmelder 
zu ent nehmen 
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